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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 เหตุผลและควำมเป็นมำของกำรศึกษำ 

ปัญหาการข้ึนค่าแรงท่ีก าลงัจะมีผลต่อตน้ทุนในอนาคตอนัใกลน้ี้เป็นผลท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตทางด้านแรงงานสูงนั่นคือต้นทุนการผลิตรวมจะสูงข้ึนเช่นกันไม่ใช่ต้นทุนเฉพาะแรงงาน
เท่านั้นตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบก็เช่นกนัเดียวกนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นวตัถุดิบทองแดง
ท่ีเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตของโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้ นบางบริษัทใน
ต่างประเทศเช่นจีนเร่ิมมีปัญหาในดา้นตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนท าให้บริษทัไม่สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจ
ต่อไปไดเ้ม่ือราคาขายแพงกว่าราคากลางในทอ้งตลาดท าให้เกิดการเปรียบเทียบและช่องทางเลือก
ของลูกคา้ท่ีตอ้งแสวงหาสินคา้ท่ีราคาถูกท่ีสุดและคุณภาพดีท่ีสุดผลกระทบดงักล่าวท าให้บริษทัท่ี
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งพยายามผลกัดนัในส่วนการปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มคุณภาพสินคา้
เพิ่มความรวดเร็วในการท างานลดความสูญเสียหรือความสูญเปล่าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นตน้
เพื่อลดผลกระทบทางดา้นตน้ทุนท่ีสูงแต่ยงัคงผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองการเจริญเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและปรับตวัสูงข้ึนทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีส าคญัคือ
ประสิทธิภาพผลผลิตกระบวนการใดท่ีล่าช้าคือกระบวนการท่ีต้นทุนสูงดังนั้นในอนาคตการ
ปรับปรุงการผลิตจะตอ้งให้ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนลดลงซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนให้
ธุรกิจสามารถอยูร่อดได ้

การศึกษาการท างาน (Work Study) เป็นการศึกษากรรมวิธีการท างานเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาการขจดัความสูญเปล่าโดยแยกก าหนดเวลาท่ีเป็นงานและเวลาท่ีเกิดความสูญเปล่าหรือ
ขั้นตอนการท างานท่ีนานการศึกษาคน้ควา้วเิคราะห์กระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนเพื่อท่ีจะหา
วธีิท างานใหม่ท่ีสามารถลดเวลาการท างานในบางขั้นตอนการท างานเพื่อปรับปรุงให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตดียิง่ข้ึนกระบวนการผลิตโรงงานเซมิคอนดกัเตอร์มีกระบวนการท่ีหลากหลายการจดัผงั
การผลิตจะเป็นแบบ Process Layout โดยน าการผลิตงานใหญ่ๆมาเป็นการไหลของการผลิตงาน
ดงัน้ีคือ กระบวนการตรวจรับวตัถุดิบแผน่ซิลิกอนชิพจากบริษทัแม่ กระบวนการตดัแผ่นซิลิกอน
ชิพดว้ยเลเซอร์ กระบวนการประกอบงาน กระบวนการข้ึนรูปงานและตดัขางาน กระบวนการคดั
แยกของดีของเสียโดยการทดสอบทางดา้นไฟฟ้า กระบวนการคดัแยกของดีของเสียทางลกัษณะ
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ภายนอกกระบวน การบรรจุกระบวนการตรวจสอบทางดา้นคุณภาพและกระบวนการส่ง
มอบสินคา้ใหลู้กคา้ 

ส าหรับแผน่ซิลิกอนชิพใน 1 แผน่ซ่ึงจะมีตวัซิลิกอนชิพเป็นจ านวนมากเม่ือน าแผน่ซิลิกอน
ชิพนั้นมาท าการตดัดว้ยเลเซอร์ก็จะท าใหต้วัซิลิกอนชิพเป็นช้ินๆแยกออกจากกนัตามภาพ 1.1 ซ่ึงตวั
ซิลิกอนชิพนั้นก็จะน าไปใชใ้นการประกอบเป็นผลิตภณัฑเ์ซมิคอนดกัเตอร์ต่อไป 
 
 

 
 

แผน่เวเฟอร์ซิลิกอนชิพก่อนเลเซอร์  ซิลิกอนชิพหลงัจากเลเซอร์ 
ภาพ  1.1  แสดงแผน่เวเฟอร์ซิลิกอนชิพกบัตวัซิลิกอนชิพ 

  
การควบคุมวางแผนการผลิตของโรงงานเซมิคอนดกัเตอร์โดยรวมจะเป็นหน้าท่ีของฝ่าย

วางแผนการผลิตซ่ึงจะเป็นฝ่ายท่ีวางแผนงานการผลิต ประจ ารายเดือนและแบ่งย่อยออกมาเป็น
แผนการผลิตประจ ารายวนัของทุกกระบวนการผลิตและจากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัฝ่ายผลิต 
รวมทั้งฝ่ายวางแผนการผลิต ในการประชุมประจ าทุก ๆ เดือนและพบวา่กระบวนการประกอบงาน
มีปัญหาการผลิตไม่ไดต้ามแผนการผลิตสาเหตุจากวตัถุดิบซิลิกอนชิพมีไม่เพียงพอท่ีจะผลิตงานให้
ไดต้ามแผนการผลิตไดโ้ดยเฉล่ียคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นตข์องยอดการผลิตคร่ึงปีแรกของ พ.ศ.  2554 
ซ่ึงจะมีผลกระทบไปถึงไม่สามารถส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการและสูญเสียความ
เช่ือมัน่จากลูกคา้ดา้นการส่งมอบท่ีตรงเวลาได ้และในแต่ละปีบริษทัตอ้งส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกคา้และผลท่ีคาดการณ์วา่คะแนนดา้นความพึงพอใจอาจลดลงจึงตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาชัว่คราวโดย
ฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบจ าเป็นตอ้งเพิ่มตน้ทุนการผลิตโดยสั่งซ้ือซิลิกอนชิพท่ีเลเซอร์แลว้จากบริษทัใน
เครือเดียวกนัและคิดเป็นตน้ทุนวตัถุดิบเพิ่มข้ึน 47 เปอร์เซ็นตต่์อสินคา้หน่ึงช้ิน 

จากปัญหาดังกล่าวผู ้วิจ ัยจึงเข้าไปตรวจสอบกระบวนการตัดแผ่นซิลิกอนชิพซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีไม่สามารถผลิตในการผลิตซิลิกอนชิพให้เพียงพอไดโ้ดยการเขา้ไปสอบถามหวัหนา้
แผนกพบว่าคอขวดคือตรงขั้นตอนงานตดัแผ่นซิลิกอนชิพดว้ยเลเซอร์ท่ีผลิตไม่ได้เต็มก าลงัของ
เคร่ืองจกัรผูว้ิจยัจึงเข้าไปส ารวจกระบวนการดงักล่าวและพบว่าปัญหาคือการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีไม่ทนัเวลาในรอบเวลาการส่งมอบเน่ืองจากประสิทธิภาพของการผลิตขั้นตอน
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งานตดัแผ่นซิลิกอนชิพดว้ยเลเซอร์ปัญหาคือก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรยงัไม่
เต็มท่ี การวางล าดบัขั้นตอนการท างานยงัไม่ต่อเน่ืองมีบางขั้นตอนการท างานท่ีใชเ้วลานานเพราะ
ตอ้งอาศยัทกัษะความช านาญของพนกังานค่อนขา้งสูงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือแผนกประกอบงาน
ตอ้งรอคอยงาน 300-500 แผน่ต่อวนัและปัจจุบนัอตัราผลผลิตของกระบวนตดัแผน่ซิลิกอนชิพดว้ย
เลเซอร์อยู่ท่ี 76.95 เปอร์เซ็นต์ซ่ึงยงัไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีบริษทัตอ้งการให้ไดอ้ตัราผลผลิตท่ี 85 
เปอร์เซ็นต ์ข้ึนไป การศึกษากระบวนการตดัแผน่ซิลิกอนชิพดว้ยเลเซอร์เป็นกระบวนการส่วนหน่ึง
ของการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์โดยมีล าดบัการไหลของงานดงัน้ี งานตรวจรับแผน่เวเฟอร์จากสโตร์ 
งานเลเซอร์งานเบรคก้ิงให้ซิลิกอนชิพแยกออกจากกนั งานตรวจสอบลกัษณะภายนอกดว้ยสายตา 
งานบรรจุงานส่งมอบให้ลูกคา้ก็คือกระบวนการประกอบงานดงัแสดงในภาพ 1.2 จากความส าคญั
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจและตอ้งการสนบัสนุนให้มีการผลิตสินคา้ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้หมาะสมกบัเวลาท่ีตอ้งการเพิ่มศกัยภาพให้องคก์รและตนเอง
จึงสนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มอตัราผลผลิตอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนไปโดย
ใชเ้ทคนิค ECRS และการศึกษาความเคล่ือนไหวและเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการปรับปรุง
ขั้นตอนการตดัแผน่ซิลิกอนชิพ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อศึกษาวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลผลิต 
1.2.2 เพื่อเพิ่มอตัราผลผลิตในกระบวนการเลเซอร์แผน่ซิลิกอนชิพ รุ่นซีเอสว ี

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ท าการวิเคราะห์กระบวนการทุกขั้นตอนของกระบวนการเลเซอร์แผ่นซิลิกอนชิพ รุ่นซี
เอสว ีและท าการปรับปรุงการท างานโดยใชห้ลกัการ ECRS  
 
1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
  จากการก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาผูศึ้กษาสามารถสรุปประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากการศึกษาและวจิยัดงัน้ี 

1.4.1  ไดส้าเหตุของปัญหาท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลผลิต 
1.4.2. สามารถเพิ่มอตัราผลผลิตในกระบวนการผลิตใหสู้งข้ึน 
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ภาพ 1.2 ขั้นตอนการท างานเลเซอร์แผน่ซิลิกอนชิพ 

งานตรวจรับแผน่เวเฟอร์ 

จากสโตร์ 

งานเลเซอร์ 

งานเบรกก้ิงใหซิ้ลิกอนชิพแยก
ออกจากกนั 

งานตรวจสอบลกัษณะภายนอก 
ดว้ยสายตา 

งานบรรจุซิลิกอนชิพ 

งานส่งมอบสินคา้ 

งานเตรียม
เทป 


